2 0 22

:2 Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciéncia dos Materiais
t

E a

06 a 10 de Novembro de 2022 | Aguas de Lindéia - SP - Brasil
cCiM

11122-001

Condutividade persistente induzida por luz ultravioleta, proximo da temperatura ambiente,
em compositos de 6xido de grafeno reduzido e diéxido de estanho
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Oxido de grafeno reduzido (rGO) é reportado com alta condutividade elétrica, da ordem de 6300
S.cm-1 e mobilidade de 320 cm2 V-1s-1 [1]. Além disso, o bandgap de rGO pode ser sintonizado
na faixa de 0,02 a 2,8 ev. Dispositivos SnO2/rGO depositados sobre substratos de Pt constituem
eletrodos com possibilidade de deteccdo de gases, operando pelo controle da quantidade de
nanoparticulas carregadas do 6xido metalico em filmes de rGO [2,3]. Neste trabalho, rGO é
sintetizado pelo método de Abdolhossseinzadeh et al. [4], e € depositado por gotejamento sobre
Sn02, formando a heteroestrutura Sn02:2at%Eu/rGO. A resistividade elétrica em funcédo da
temperatura mostra que a amostra Sn02:2at%Eu se comporta de forma muito semelhante a
amostra de heteroestrutura SnO2:2at%Eu/rGO, com o0 mesmo nivel de energia para o defeito
dominante, 172 meV, coincidente com a ionizacdo das vacancias de oxigénio. Ainda que nao
altere a posicdo deste nivel, a presenca de rGO na superficie do fiilme de SnO2 induz uma
diminuigdo da condutividade em vacuo, demonstrando a interagdo superficial. SnO2 e rGO
guando combinados na forma de compésito, exibem muito boa estabilidade da corrente elétrica
em ar, da ordem de nA. O comportamento da curva corrente —voltagem € bastante linear.
Surpreendentemente, quando a amostra € colocada em vacuo (cerca de 10-5 Torr), a corrente
cai 2 ordens de magnitude, diminuindo ligeiramente com abaixamento da temperatura (no
intervalo 150 — 300 K). Isso sugere que o material esta adsorvendo preferencialmente um gas
redutor, 0 que aumenta a quantidade de elétrons livres quando exposto ao ar. O efeito da luz
ultravioleta do laser de He-Cd (325nm) é aumentar a condutividade cerca de 6 ordens de
magnitude comparada aos resultados em vacuo, mudando de uma corrente de 10 picoA, para
uma corrente da ordem de 20 microA, sob aplicacdo de uma tensado de 40 V. Este experimento
guando executado em temperaturas inferiores a temperatura ambiente, faz com que a excitacédo
com luz ultravioleta dé origem ao fenbmeno de fotocondutividade persistente (PPC) mesmo
muito proximo da temperatura ambiente. Em conclus@o, ambos os tipos de estruturas hibridas
podem ser aplicados em optoeletrénica. Os resultados obtidos indicam a potencial aplicagcéo da
hetereoestrutura em transistor de alta mobilidade, com o controle do bandgap do rGO, ao passo
gue o compdésito, devido a forte resposta a luz ultravioleta e ao fendmeno da fotocondutividade
persistente indica potencial aplicagcdo em amplificadores, ajustado pela dopagem com os terras-
raras Eu3+ e Er3+. Ainda deve ser mencionado que a grande diferenca da condutividade sob luz
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